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“相变存储器规模制造技术关键基础问题研究”项目通过验收

 9月30日，国家纳米重大科学研究计划项目“相变存储器规模制造技术关键基础问题研究”课题结题验收会在项目
承担单位中国科学院上海微系统与信息技术研究所召开。

 中国科学院物理研究所解思深院士、中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长王曦院士、北京大学薛增泉教授
、中国科学院上海高等研究院院长封松林研究员、南京大学陈坤基教授、上海市科委基础处处长傅国庆、中国科学院
前沿科学与教育局技术科学处副处长赵慧斌、中国科学院上海技术物理研究所戴宁研究员、中国科学院上海硅酸盐研
究所陈立东研究员、上海科学院闵国全研究员、华东师范大学孙卓教授、上海矽睿科技有限公司总经理谢志峰、中芯
国际集成电路制造（上海）有限公司副总裁吴汉明等14位评审专家，科技部基础司重大科学研究计划处杨旭东博士、
上海市科学技术奖励中心主任刘海峰、上海市科委基础处蒯本君、中科院上海微系统所科技部长程建功、项目主管陈
华夏以及项目组宋志棠研究员、刘波研究员、詹奕鹏技术总监、陈后鹏研究员、宋三年副研究员、陈一峰博士、陈邦
明研究员等共计50余人出席了此次会议。此次验收会议由解思深院士主持。

 上海微系统所信息功能材料国家重点实验室主任宋志棠研究员首先欢迎各位专家领导参加此次课题验收会议。杨旭
东博士介绍了课题验收的有关要求和规定。赵慧斌讲话，他提出一定要考虑后续的发展方向，有进一步的研究计划，
同时要严格遵守国家和科学院关于经费的各项规定，规范使用经费。

 傅国庆认为这样的一个基础性课题对大规模制造提供了很好的理论基础，希望各位专家多提宝贵意见，对项目的汇
报和未来的发展提供好的建议，上海市科委会一如既往的给予支持。王曦院士代表上海微系统所感谢各位专家参加课
题验收会，他表示存储器是半导体行业中的薄弱环节，而我国在存储器领域的力量也是薄弱的，因此要能够将基础研
究成果向国内半导体产业界进行转移，课题组通过不懈的努力，在中芯国际的支持下，实现了PCRAM从8寸130nm到
12寸40nm节点的发展，是非常了不起的，希望在未来新的存储器领域进一步得到专家和领导的支持。

 宋志棠研究员对PCRAM的国际发展趋势及各大公司产品开发的路线作了汇报，明确了PCRAM团队未来的发展重点
和方向。刘波研究员对课题目标、研究内容、完成情况做了总体情况汇报。随后与会专家听取了各个方向针对具体情
况的详细报告：陈后鹏研究员汇报了PCRAM电路与芯片设计的完成情况；詹奕鹏技术总监汇报了PCRAM芯片单项工
艺及其集成技术开发；宋三年副研究员汇报了课题组在自主新材料研发以及自主材料在工程化中的应用；陈一峰博士
汇报了PCRAM芯片测试完成情况。

 专家组对课题的完成情况和科研成果一一点评，并提出了具有针对性的宝贵建议和指导，要求课题组按照最新的“
973”项目验收要求整理项目总结报告、凝练出亮点、突出项目的主线。解思深院士讲到，把企业和研究所结合起来
本身就是一种很有特色的产学研用项目组织模式，一定把项目的特点、进展、重大科学贡献和核心技术进步等充分展
示出来。薛增泉教授提出要加强与国际大公司相关研究指标的实质性对比，突出基础研究的科学问题和关键技术问题
。

 最后，专家组认真审查了相关技术文件和资料，认为各项技术指标均全面满足合同书要求，出色完成了预定的研究
目标，一致同意项目课题通过验收。
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